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 はじめ1.

この資料は、

Enpirion の

います。しか

せるためには

ここでは、

する際に考慮

データーシー

にしてください

 

2. 入力・

 入出・出2-1.

入力・出力

出力 pin (

 

  Vin →2-2.

Cin と Co

パターンに

 

 入出力コ2-3.

入出力コン

このビア列は

また、入力

（出力側も同

 

0 月       

めに  

、アルテラ社の

の DC-DC コ

かし、スイッチン

は、プリント基

放熱、不要輻

慮する基本事

ートを参照くだ

い。 

・出力コンデ

出力コンデンサ

力のセラミック

(VOUT) に隣

→ Cin → IC

out には、スイ

に形成される寄

コンデンサの

ンデンサの G

は、可能なかぎ

力と IC の pi

同じです） 

      

の電源デバイ

コンバータ は

ング周波数が

基板のレイアウ

輻射ノイズの抑

事項について列

ださい。また、評

デンサの配

サは IC と同

コンデンサは

隣接し、 IC と

F

C ( PVIN ) 、 

イッチング周波

寄生インダクタ

の GND はビア

GND パターン

ぎり IC の近

in ( PVin ) 、ま

       

イスである En

はインダクタ等

が 4MHz 以上

ウト設計が重要

抑制やデバイ

列記します。デ

評価ボードや

配置 

同一面に配置

は IC の入力

と同一面に配置

Fig.1  EN533

IC ( VOUT

波数に同期し

タンスが小さく

ア列で裏面の

ンは、パッドの

近くに配置したコ

またコンデンサ

3/15 

npirion® シリー

等の周辺部品を

上と高いため

要になります。

イスを最良な状

デバイスによ

や、アルテラ社

pin ( PVIN )

置してください

37QI の標準接

 

) → Cout →

した大きなリップ

くなり、不要輻

の GND に接

の最も近いとこ

コンデンサの

サと接続する

       

ーズのレイアウ

を内蔵し、外付

不要輻射ノイ

。  

状態で動作させ

よっては、特別

社の HP で公

に、出力セラ

い。プリント基

接続と部品配

→ Vout は太

プル電流が流

輻射ノイズやリ

接続 

ころでビア列に

の近く（下や側面

のにビア列を

        

ウトガイドです

付け部品が少

イズの抑制や性

せるための部

別に考慮する事

開されている

ラミックコンデ

板のパターン

配置例 

太く、短く 

流れます。パタ

リップルを低減

により裏面の主

面）に設けてく

を通して接続し

  ALTIMA C

す。 

少なくシンプル

性能を維持し

部品配置、パタ

事があります

る 『 Gerber F

デンサは 

ンを短くするこ

ターンを太く短

減することがで

主 GND に接

ください。 

しないでくださ

 

Corp. / ELSENA

ルに構成されて

し安定に動作さ

ターン設計 

すので、併せて

Files 』 を参考

とができます

短くすることによ

できます。 

接続する。 

い。 

A,Inc. 

て

さ

て

考

す。 

より、
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3.  NC ピ

  NC ( S3-1.

NC ( SW )

設けないでく

Enpirion の

ランド、パッド

 

4. 放熱パ

 サーマル4-1.

 IC の高密

（ IC のリー

  表面実装

そのためサー

るかが、ジャ

Fig. 3 は、 E

 

 

 

 

 

 

 

 

0 月       

ピン は、使

SW ) ピンから

) ピンで スイ

ください。 

の DC-DC コ

ドを設けること

パッドとサ

ルパッド 

密度化によりパ

ード端子も放熱

装の POWER I

ーマルパッドを

ャンクション温

EN5337QI の

      

Fig.2

使用しない

らテストピンや

イッチング波形

コンバータ用 

とで不要輻射ノ

サーマルビア

パッケージは、

熱器の一部 ） 

IC は、 IC 裏

を IC 裏面の

度を下げるた

のパッケージ底

Fig.3  

       

2  EN5311Q

い 

やテスト用パッ

形が観測可能で

IC は、スイッ

ノイズが発生

ア 

小型化 ( SO

から空間へ

裏面のパッドか

のプリント基板

ために一番重要

底面と放熱用パ

EN5337QI (Q

4/15 

QI の Cin、Cou

ッドを設けない

ですが、その

ッチング周波数

生し性能や動作

OIC→QFN ) が

への輻射放熱能

からプリント基

板の放熱用パタ

要です。 

パッドの位置で

QF38) パッケ

       

ut 部品配置と

い 

の目的のために

数が 4MHz

作に悪影響を与

が進み、その

能力が益々小

基板をヒートシ

ターン （GND

です。 

ケージ底面とパ

        

とビア例 

に波形観測ピ

以上と高いた

与える事があ

の結果パッケー

小さくなっていま

シンクにして外

D パターン） に

 

放熱用

パッド 

  ALTIMA C

ピンやパッドを

ため余分なパタ

あります。 

ージ表面  

ます。    

外部に放熱して

にいかに低熱

熱用パッド  

 

Corp. / ELSENA

ターンや 

ています。 

熱抵抗で結合さ

A,Inc. 

させ
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 サーマル4-2.

熱抵抗は

Enpirion の

と大きさが決

QFN パッ

ることは構造

層と裏面の銅

しかし多層

熱抵抗を持っ

の熱抵抗を下

通常、ビア

いるため銅の

用すれば熱抵

その事でサ

内層や裏面

GND パター

Fig.4 は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サーマル4-3.

4-1、4-2 項で

また、放熱効

続します。 ビ

（Fig.5 を参照

Fig.5 は、EN

 

 

 

0 月       

ルビア 

、サーマルパ

の IC は、 F

決められてい

ッケージ （ 多

造上できません

銅箔パターン

層基板の各層

っています。こ

下げるために

アは層間のパ

のパイプと考え

抵抗が 1/10 に

サーマルパッ

の銅箔パター

ーンに低熱抵

QFN パッケー

ルパッドと裏面

で説明したよう

効果を向上させ

ビアの数は、該

照）       

N536XQI の部

パ

半田

      

パッド用パター

Fig.2 に示すよ

います。 

多ピン ） は、 

ん。そのため

に導く必要が

層は、電気的に

このままでは

に使用されるの

パターンを結び

えられます。ビ

に、20 本使用

ッドやサーマル

ーンに伝導し、

抵抗で接続でき

ージ熱伝導経

面 GND をビ

うに IC のパ

せるために、こ

該当 IC の 

        

部品配置とビ

パッド

赤矢印は

       

ンを大きくすれ

ようにサーマル

4 方向に端子

め、サーマルパ

があります。 

にエポキシ樹

、内層や裏面

のがサーマル

び電気的に接続

ビア 1 本の熱

用すれば 1/20

ルパッドの周辺

 IC のジャ

きるかが大きな

経路です。  

Fig.4  Q

ビアで接続 

パッドに対応した

このサーマル

『Thermal No

        

ビア例です。 F

、熱の伝導経

5/15 

れば小さくなり

ルパッド （パ

子配列されて

パッドだけでの

樹脂層により絶

面の銅箔パター

ルビアです。 

続するために

熱抵抗は小さく

になり、ビアの

辺にビアを数多

ャンクション温度

なポイントにな

QFN IC の熱

たサーマルパ

ルパターンとプ

ote』 、評価ボ

        

Fig.6 は、EN5

経路

       

りますが、それ

パターン） の位

いるため、サ

の放熱だけで

絶縁されていま

ーンに効率よ

に用いられてい

くありませんが

の数が多くな

多く配置し、 I

度を下げるこ

なります。 

熱の伝導経路

パッドを設け I

プリント基板裏

ボード等の 『G

        

5337QI の表

ビア

QFN IC

        

れには限界が

位置 （ 位置寸

サーマルパター

は不十分にな

ます。このエポ

よく熱を導くこと

います。ビアは

が、抵抗器の並

れば低い熱抵

IC が発生した

とができます

IC の放熱パ

裏面の主 GND

Gerber Files』 

        

面パターン図

  ALTIMA C

があります。 

寸法はデーター

ーンを指定され

なり、発生した

ポキシ樹脂は

とはできません

は、内部が薄い

並列接続と同

抵抗の実現が

た熱を効率よ

す。特にパター

パッドと半田付け

D パターンに

を参考にして

        

図です。 

多層プリン

 

Corp. / ELSENA

ーシートに記

れた以上大き

た熱を効率よく

は、断熱材に近

ん。そこで、層

い銅メッキされ

同じように 10 本

が可能です。

よくプリント基板

ーン面積が大き

けしてください

にビア列により

てください。 

        

ト基板

A,Inc. 

記載 ）

くす

く内

近い

層間

れて

本使

板の

きい

い。 

り接
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0 月       

F

           

       

 

 

F

      

Fig.5  EN536X

    

         

 

Fig.6   EN5

       

XQI の Cin、

        

       

337QI ( QF38

6/15 

Cout 部品配

        

       

8 ) のプリント

       

配置とビア例

        

       

ト基板 表面パ

        

        

       

   

パターン図 

  ALTIMA C

        

       

放熱パッド用

 

Corp. / ELSENA

        

     

    

用パターン   

A,Inc. 
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5. 入力・

 入力と出5-1.

入力コンデ

リップル電圧

接続します。

この GND パ

 

 信号系パ5-2.

同一プリン

から離してく

また電源の

す。この GN

（パターン間

 

6. VSEN

  VSEN6-1.

IC の VS

（ 出力コン

 

 VSENS6-2.

パターンは

（ パターン

 

 VSENS6-3.

VSENSE の

ることを推奨

 

 

7. 出力電

  R1, R7-1.

EXT. 電圧

R1 と R2 

ください。 

 

 出力電圧7-2.

 

 VID 電7-3.

出力電圧外

 

 

 

 

0 月       

・出力電流

出力の電流ル

デンサには、ス

圧が生じます。

入出力回路が

パターンはあ

パターンは隣

ント基板で使用

ください。 

の入出力パタ

ND パターンは

間の浮遊容量の

NSE の接

NSE は出力コ

SENSE ピンは

ンデンサが複

SE パターンは

は寄生インダク

ンが太くなると

SE のパターン

のパターンは

奨します。 

電圧外部設

R2 は VFB 

設定時の R1

の中点と IC 

圧検出用の 

電圧設定用端

外部設定の方

      

流ループの

ループは分離 

スイッチング周

。入出力回路が

が隣接すると

ある程度太くし

隣接しない 

用する信号系

ターンと隣接す

はある程度太

の影響をなくし

接続 

コンデンサに接

は、出力コンデ

複数ある時は、

は寄生インダ

クタ ( ESL ) が

と ESL も小さ

ンは入力パタ

は、この電源回

設定時の 

の近くで IC

1、R2 は、 IC

の VFB 間

R1 は、出力

端子 （VS0、VS

方法について

       

の分離 

周波数に同期

が隣接すると

ときは、 GND

しビア （ 複数個

系のパターンは

する時は、間に

太くし、ビア（複

します） 

接続 

デンサと接続し

負荷側に近い

ダクタを最小に

が最小になるよ

さくなります ）

ターンから離す

回路の入力や

R1, R2 の

C と同一面に

C の VFB ピ

は、最短で接

セラミックコン

S1、VS2） は

は、必ず使用

7/15 

期した大きなリ

と、この影響を

パターンで分

個 ） で、裏面

は、この DC-

に太い GND

複数個）で裏面

します。 

い出力コンデ

に 

ように最短であ

 

す 

やノイズの多い

の配置 

に配置 

ピンの近くに

接続します。近

ンデンサ （＋

、 Vin に接続

用するデバイス

       

ップル電流が

を受けます。入

分離してくださ

面の GND パ

-DC コンバー

パターンを設

面の GND パ

デンサに接続し

ある程度の太

い信号から離

IC と同一面

近くにノイズ源に

） 電位側に、

続します 

スのデーターシ

        

が流れ、コンデ

入力と出力は、

さい。 

パターンと接続

ータ の回路 

設け高周波的

パターンと接続

します ） 

太いパターンで

してください。

面で配置します

になるパターン

、 R2 は、 A

シートにてご確

  ALTIMA C

デンサの両端に

、できるだけ離

続してください

（特に入力・出

的に分離するこ

続してください。

で接続します。

。 GND パタ

す。 

ーンや部品を配

AGND 側に接

確認ください 

 

Corp. / ELSENA

には 

離し最短で 

い。 

出力パターン

ことを推奨しま

。 

。 

ターンで分離す

配置しないで

接続します 

A,Inc. 

ン） 

ま

す
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8. DC-D

1） PCB 

ます。

2） DC-D

3） 共通の

くしま

4） Y 接続

各 D

入しま

低減

0 月       

DC コンバ

上で複数の 

 

DC コンバータ

の電源から複

す。 

続時は、共通

DC-DC コンバ

ます。フェライ

減できます。 

      

Fig.7  出

バータ複数使

DC-DC コン

タ の出力回路

複数の DC-DC

通ポイントに 2

バータ の入力

イトビーズを挿

       

出力外部設定

使用時はＹ

ンバータ を使用

路は、他の D

C コンバータ

2.2μＦ 程度の

力コンデンサと

挿入することに

8/15 

時の VFB-R1

Ｙ接続 

用するときは

DC-DC コンバ

タ を接続する

のセラミックコ

と Y 接続共通

により、相互間

       

1・R2 間のパタ

は、相互間のク

バータ の入力

時は Y 接続

ンデンサを G

通ポイント間に

間のクロストー

VFB-R1

短くなるよ

置してくだ

        

ターン接続 

クロストーク （

力回路から離し

続とし、共通イン

GND 間に挿

に SMT フェ

ークを改善する

・R2 間のパター

ように R1・R2 を

ださい。 

  ALTIMA C

（ ノイズ ） を

します 

ンピーダンス

挿入します。 

ライトビーズイ

るとともに不要

ーンはできるだ

を IC と同一面に

 

Corp. / ELSENA

を最小に配置し

ス回路を極力短

インダクタを挿

要輻射ノイズを

だけ

に配

A,Inc. 

し

短

挿

を
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+5V 電源

F.B.：

Y接

のセ

挿入

DC
力に

イン

C コンバータの

イト・ビーズイン

0 月       

源

この間の

は、太く短

フェライト・ビー

続の分岐点に

セラミックコンデ

入する 

C-DC CONV.
にフェライト・ビ

ンダクタを挿入

の各入力に 

ンダクタを挿入

      

Fig.8

2

のパターン

短く

ーズインダクタ

に2.2μF
デンサを

の各入
ビーズ

入する
入する 

       

8  EN5322QI

C
10
１

C
10
１

10
１

.2μＦ

１6Ｖ

タ 

F.B.

F.B

F.B.

9/15 

I を 3set 使用

Cin 
0μＦ

０Ｖ

1μＦ

１０Ｖ

Cin 
0μＦ

０Ｖ

Cin 
0μＦ

１０Ｖ

1μＦ

１０Ｖ

.

.

       

用した接続例

PGND
AVIN

ENABLE
PVIN

VS0
VS1
VS2

Rpok  100KΩ

E

PGND
AVIN

ENABLE
PVIN

VS0
VS1
VS2

Rpok  100KΩ

1μＦ

１０Ｖ

E

PGND
AVIN

ENABLE
PVIN

VS0
VS1
VS2

Rpok  100KΩ

E

        

VSENS
VOU

PO

PGN

AGND

EN5322QI

VSENS
VOU

PO

PGN

AGND

EN5322QI

VSENS
VOU

PO

PGN

AGND

EN5322QI

  ALTIMA C

SE
UT

OK

ND

C
22

１０

SE
UT

OK

ND

C
47
6.

SE
UT

OK

ND

C
47
6
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Cout 
2μＦ

０Ｖ ×２

Cin 
μＦ

3Ｖ

Cin 
7μＦ

.3Ｖ

3.3V

1.2V

0.8V

A,Inc. 



ver. 11  2015 年 10

9.  FPG

 DC-DC9-1.

1)  DC-DC

2）  FPGA 

3)  FPGA 

 

 デカップ9-2.

1) 電源ラ

特に 

広い周

2) 負荷応

DC-D

の容量

流供給

ます） 

3) 外部の

ノイズ

向上し

クロック

4) セラミッ

ESL 

自己共

容量の

ーダン

2) 項の

セラミッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 月       

GA / CPLD

C コンバータと

C コンバータ 

の電源と 0V

側のデカップ

プリング・コンデ

ラインのインピ

FPGA に使用

周波数帯域でイ

応答の改善 

DC コンバータ

量を大きく （ 4

給することで、あ

 

のノイズや内部

ズ （ クロック 

します。ESL 、

クノイズの低減

ックコンデンサ

は、容量に比

共振点周波数

の小さい （ 0.

ンスが下がりノ

の対策として容

ックコンデンサ

      

D 接続時

と FPGA の配

は、 FPGA 

V ( GND ) パ

プリング・コンデ

デンサの選定

ーダンスを低

用するデカッ

インピーダンス

タ の応答性と

47μF 以上 ）

ある程度の応

部ノイズの低減

） 周波数の奇

ESR の小さ

減ができます

サ 2 個並列で使

比例します。そ

が下がります

001～0.1μF 

ノイズを低減す

容量の大きい

サを並列接続

       

の考慮 

配置 

の近くに配置

パターンは、太

デンサは、 FP

定 

低くする 

プリング・コン

スが低いこと

と負荷変動の

することによ

応答性を改善で

減    

奇数倍 （3, 5

いコンデンサ

す。 

使用する  

そのためコンデ

す。共振点以降

） コンデンサ

することができ

いセラミックコン

続します。 ( Fig

Fig.9 セラミ

22～

100μＦ

負荷応答改善

用コンデンサ

10/15 

置します。  

太く短く接続しま

PGA の電源

ンデンサは、電

が求められま

の立ち上がり、

り負荷電流の

できます。（立

5, 7, 9 倍等）

サを使用するこ

デンサの容量

降の領域では

サは、自己共振

きます。 2) 項

ンデンサと 3)

g.9 ) 

ミックコンデン

Vcc

0V (GN

       

 

ます。 

源入力ピンと 0

電源ラインに重

ます。 

立ち下がりに

の立ち上がりに

立ち下がり時に

の帯域でイン

ことにより高域

量 （22～100μ

は、周波数が上

振点周波数が

項 と 3） 項 は

) の対策として

ンサの並列接続

0.001
0.1μ

D)

クロッ

用パス

        

0V ( GND ) ピ

重畳するクロッ

にもよりますが

に、このデカッ

には、コンデン

ンピーダンスが

域でのインピー

F） を大きくす

上がると ESL 

が上がり、それ

は、相反するこ

て ESL の小

続 

1～

μF
クノイズ

スコン

  ALTIMA C

ピンの直近に配

ックノイズを除

が、デカップリン

ップリング・コン

ンサに電流を流

が低ければノ

ーダンス特性を

するとコンデン

が比例して大

れによりノイズ

ことになります

小さい （容量の

 

Corp. / ELSENA

配置します。

除去するために

ング・コンデン

ンデンサから電

流す事で改善

イズ除去率が

を低くし 

ンサの 

大きくなります

ズ周波数のイン

す。 

の小さい） 

A,Inc. 

に 

ンサ

電

善し

が 

す。 

ンピ
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 ノイズ除9-3.

1) フェライ

フェラ

できます

 

 

    

 

2) 3 端子コ

3 端子コ

す。 3 端

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
47
１

5V

0V(GN

0

0 月       

除去 

トビーズインン

ライトビーズイ

す。フェライトビ

        

コンデンサ 

コンデンサを使

子コンデンサ

    

in 
7μＦ

０Ｖ　

D)

Cin 
47μＦ

１０Ｖ　

5V

0V(GND)

V

V

      

ンダクタ 

インダクタを挿

ビーズインダク

     Fig.

使用すること

サについては、

     Fig. 

PGND

AVIN

ENABLE

PVIN

VS0
VS1
VS2

Rpok  100KΩ

15nＦ

EN

SS

PG

AV

EN

PV

VS
VS
VS

Rpok  1

15nＦ

SS

VSENSE・VOUT

VFB mode も同

       

入することで高

クタについては

 10 フェライト

でコンデンサ

 10-2 項を参

11 フェライトビ

VSENSE
VOUT

POK

PGND

AGND

N5365QI

V

GND

VIN

NABLE

VIN

AGND

S0
S1
S2

100KΩ

EN5365Q

S

T のフィードバ

様に VOUT-VF

11/15 

高周波領域の

は、 10-1 項

トビーズインダ

サの ESL を小

参照ください。

ビーズインダ

Cout 
47μＦ

6.3Ｖ 

1.2V/6

0V(G

POK

VSENSE
VOUT

POK

PGND

QI

バックループ系に

FB のフィードバ

       

の挿入損失が

項を参照ください

ダクタの使用例

小さくし挿入損

 

クタの使用例

6A

GND)

F.B.

K

フェラ

インダ

デカ

コン

Cout 
47μＦ

6.3Ｖ 

1.2V/6A

0V(GND)

POK

3

にフェラトビーズイ

バックループ系に

        

が大きくなり高周

い。 

例 

失を大きくしノ

例 

ライトビーズ

ダクタ

カプリング

ンデンサ

3端子コンデンサ

4.7μF
10V
(6A)

インダクタを挿入

にフェライトビー

  ALTIMA C

周波ノイズを低

ノイズを低減す

FPGA
or

CPLD

サ

FPGA
or

CPLD

入しないでくださ

ーズインダクタを

 

Corp. / ELSENA

低減すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することができ

A

D

さい 

挿入しないでくだ

A,Inc. 

が 

きま

ださい 
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10. 添付資

 フェライ10-1.

1) フェラ

フェラ

ビーズイ

すが高周

フェラ

大きいほ

 

        

 

2） インピー

R

(

 

 

 

0 月       

資料 

イトビーズイン

ライトビーズイン

ライトは、周波

インダクタです

周波では抵抗

ライトビーズは

ほど直流抵抗

        

ダンス特性例

R 成分が主体 

( フェライトビ

Fig.13  

      

ンダクタ 

ンダクタとは 

波数が高くなれ

す。 フェライ

抗成分が大きく

は、直流抵抗が

抗が小さくなりま

         F

例 

（損失が大き

ビーズインダク

 

フェライトビー

       

ればなるほどイ

トビーズインダ

くなり、この抵

が小さく、高周

ます。この定格

Fig.12  フェラ

きい）      

クタ )      

ーズインダクタ

12/15 

インピーダンス

ダクタは、浮遊

抵抗成分がノイ

周波インピーダ

格電流値とイ

ライトビーズイ

         

        

タと高周波フィ

       

スが大きくなり

遊容量が小さ

イズを熱に変換

ダンスが大きい

インピーダンス

インダクタの等

    R 成分

       (

ィルタ用コイル

        

ります。この性

さく、低周波で

換して吸収しま

いほど挿入効

スの兼ね合いで

等価回路 

分が少ない（損

高周波フィル

ルの特性の違い

  ALTIMA C

性質を利用し

ではインダクタ

ます。 

効果が高くなり

で選定します

損失が少ない、

ルタ用空芯コイ

い 

 

Corp. / ELSENA

たのがフェラ

タが主体になり

り、定格電流値

。 

、Q が高い）

イル ) 

A,Inc. 

ライト

りま

値が
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  3 端子10-2.

1) ESR に

周波数の

DC-DC

電流が流

コンデン

一般的に

（共振点

ESR が大

周波数の

     

2) ESL につ

周波数が

 （ 等価直

ESL は

周波数の

なくなりま

    

3) 3 端子コ

3 端子コ

損失を大

従来の

数挿入し

3端子コ

3 端子コン

 

 

0 月       

子コンデンサ 

ついて 

の低い領域で

C コンバータ 

流れます。コン

サに流れる電

に、 ESR は

点）、セラミック

大きいため定

の高く、電流値

      

ついて 

が 30 MHz 以

直列インダク

は、セラミックコ

のノイズが重畳

ます。 

      

コンデンサとは

コンデンサとは

大きくする事が

2 端子セラミッ

していましたが

コンデンサの 

ンデンサの等

 

 

 

 

 

 2 端

      

は、コンデンサ

の入出力コン

ンデンサには、

電流は、負荷電

周波数が高く

クコンデンサで

定格電流値が小

値も大きくなるた

以上になると

タ ） が問題に

コンデンサと直

畳されていても

は  

は、セラミック

が可能になった

ックコンデンサ

が、3 端子コン

ESL は、 2端

等価回路です。

Fig. 1

電流

端子コンデン

       

サの ESR （

ンデンサは、ス

、その電流と

電流によって

くなると下がる

で約 1～10 M

小さくなってい

ためセラミック

高周波用とい

になります。

直列に入るため

もセラミックコ

クコンデンサの

たコンデンサで

サでは、負荷側

デンサを使用

端子コンデン

。 

 

 

 

14  2 端子コ

ンサ

ESL

13/15 

等価直列抵抗

スイッチング周

ESR によって

は数 A にな

る傾向にありま

MHz （容量によ

います。 DC-D

クコンデンサを

いわれているセ

め周波数に比

ンデンサがコ

の構造を変える

です。 

側の高い周波

用することによ

ンサに比較して

コンデンサと 3

       

抗 ） が問題

周波数 （ON/O

て損失が発生

なることもありま

ますがその限

より変わります

DC コンバー

を使用します。

セラミックコン

比例してインピ

コンデンサとし

ることで ESL

波数のクロック

より数量を大幅

て1/10 以下に

3 端子コンデン

3 端子

ESL

        

になります。 

OFF 周波数 

生し温度上昇 

ます。 

限界が電解コン

す） になります

タ は、 AC-D

。 

デンサであっ

ピーダンスも高

して十分に機能

を小さくし、ノ

クによるノイズ

幅に少なくする

になります。 F

ンサの等価回

電流

子コンデンサ

  ALTIMA C

） に同期した

（ 自己発熱 

ンデンサで約 

す。また電解

DC コンバー

っても ESL  

高くなります。そ

能しなくなりノ

ノイズ除去の

ズ等を除去する

ることができま

Fig.14 は、2端

回路 

サ
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た電流やリップ

） を招きます

100 KHz  

コンデンサは

タ に比較する

その結果、高

イズを除去で

特性である挿

るのにラインに

ます。 

端子コンデンサ

A,Inc. 

プル

す。 

は、 

ると

高い

でき

挿入

に多

サと
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0 月       

         

Fig.

      

 15  2 端子コ

       

コンデンサと 3

14/15 

3 端子コンデ

       

デンサの挿入損

        

損失比較 

  ALTIMA C
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Revision 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月    

ご利用上の注意 

を入手されましたお客様

は非売品です。許可無く

は予告なく変更すること

作成には万全を期して

会社アルティマ  ホー

会社エルセナ  ホー

取り扱っている回路、技

製品を利用する際の補

歴 

年月 

2014 年

2015 年

       

様におかれましては、

く転売することや無断複

があります。 

ていますが、万一ご不

ームページ:  http://www

ームページ:  http://www

技術、プログラムに関し

補助的な資料です。製

概

7 月 新

10 月 F

       

下記の使用上の注意

複製することを禁じます

明な点や誤り、記載漏

w.altima.co.jp 

w.elsena.co.jp  

して運用した結果の影

品をご使用になる際は

概要 

新規フォーマッ

Fig 7 , Fig 10 

    15/15

意を一読いただいた上で

す。 

漏れなどお気づきの点が

技術情報サイト E

技術情報サイト E

影響については、責任を

は、各メーカ発行の英語

ットに変更 R

を修正 

     

でご使用ください。 

がありましたら、本資料

DISON: https://

TS : https://

を負いかねますのであ

語版の資料もあわせて

Rev1 とする。

        

料を入手されました下記

www.altima.jp/membe

www.elsena.co.jp/elsp

あらかじめご了承くださ

てご利用ください。 

。 

 ALTIMA Co

記代理店までご一報い

ers/index.cfm 

pear/members/index.cfm

さい。 
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いただければ幸いです

m 

A,Inc. 
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